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Résume

Depuis la création de la technologie d’électronique de puissance, les €lectroniciens a toujours cherché a
développer des nouveaux composants, les recherches effectuées ont mis en évidence que le transistor BMFET a
base 4H-SIiC est un matériau parfaitement adapté pour les conditions insupportable par d’autres type de
composant, parmi ces conditions la température tres éleve et la haute tension de fonctionnement.
Dans le cadre de cette mémoire, Il nous a donc paru logique de nous intéresser, a la simulation des
caractéristiques du transistor BMFET et I’influence du changement du leur dimension effective et leur dopage

sur la ces caractéristiques.

Since the creation of the electronic power technology, the scientist has always sought to develop new
components, the research showed that the transistor BMFET based 4H-SiC is a perfectly suitable material for
unbearable conditions through other type of component, among these conditions the high temperature and highly

voltage.
As part of this memory, it therefore seemed logical to interest us in the simulation characteristics of the

transistor BMFET and influence change in their effective size and doping where these characteristics.

Mots clés:

4H-SIC, BMFET, JFET, BJT, WBG, Simulation, Normally-off, gain, SILVACO, Devedit,

Atlas.
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1.1. INTRODUCTION

Les matériaux ayant les plus faibles résistivités a température ambiante typiquement inférieur a 10° Qcm,
sont les métaux (cuivre, or, argent, aluminium...). La conduction électrique s’effectue essentiellement par les
électrons libres, dont la concentration différente pour un métal a I’autre (de 100%2 & 10% cm®) quelle que soit sa
pureté. Une augmentation de la température provoque une légére augmentation de la résistivité, pouvant
s’expliquer par le fait que les électrons libres sont génes dans leur déplacement par les vibrations (croissante avec
la température) des atomes du métal.

Les matériaux dont la résistivité est typiquement supérieure a 108 Qcm sont considéré
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Fig.2. Current gain comparison for Vps = 0.3 V.
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